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RIE 装置を用いて相変化材料 GeTe および Sb2Te3膜

のエッチング条件を検討した。CF4， SF6のいずれのガス

でもエッチング可能であったが，CF4 のほうがサイドエッチ

が少なく加工できることが分かった。 

１．概要（Summary） 

 

熱酸化膜 100 nmを形成したSiウエハ上にGeTeおよ

びSb2Te3を約100 nm製膜し，その上にレジストパターン

を形成した。続いてナノプロセシング施設(NPF)に設置さ

れているRIE装置にてエッチングを行なった。検討したエ

ッチングの条件は Tab.1 に示す。エッチングしたウエハを

SEM で残膜厚と形状を観察した。 

２．実験（Experimental） 

 
Tab.1 RIE condition.  

Gas Flow rate Pressure RF

Condition 1 CF4 50sccm 5.0Pa 100W

Condition 2 SF6 30sccm 5.0Pa 100W
 

 

条件 1，条件 2 いずれの条件でもエッチングが可能で

あり，Tab. 2 に示すエッチングレートが得られた。エッチン

グした基板の断面 SEM 写真を Fig. 1 に示す。条件 2 は

サイドエッチングが入りやすいことが分かった。以上の結

果より，相変化デバイスの作製においては条件 1 を相変

化材料のエッチング条件として選択する。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Tab. 2 RIE rate of phase change materials. 

GeTe Sb2Te3

Condition 1 3.0nm/s 1.1nm/s

Condition 2 3.3nm/s 0.8nm/s
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Fig. 1 Cross sectional SEM of films after RIE. 

(a)GeTe after 60s of cond. 1, (b)GeTe after 60s of cond. 2, 

(c)Sb2Te3 after 120s of cond. 1,(d) Sb2Te3 after 120s of cond. 2. 
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現する超低電圧デバイスプロジェクト」に係わる業務委託
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